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申报项目公示内容（人物奖）

姓名：崔积适
性别：男
最高学历：博士
最高学位：博士
毕业院校：北京大学
所学专业：通信与信息系统
行政职务：副院长
技术职称：副教授
提名奖种：人物奖
主要科技创新：
申请人的系列发明专利主要围绕高性能硅基光电集成芯片中的相关器件的设计，包括调制器、探测器、混频器等。 特别的，发明专利提出了一种基于硅基光电子工艺应力硅的制备方法，通过外延非晶硅并进行激光退火，可以制备出不同应力类型和应力数值的单晶硅。对于制备出非对称应力的硅可以打破单晶硅的中心反演对称结构，使硅产生一阶电光效应，从而制备出具有高调制效率的硅基电光调制器。同时，对于制备出轴向应力数值加大的应力硅，可以改变硅的带隙，使硅的吸收限拓展到C波段光通信波长，从而实现全硅探测器。发明专利可以通过一步退火工艺同时实现高性能硅基调制器和探测器，并且工艺与传统CMOS工艺完全兼容。因此，发明专利具有非常高的创新性。
此外，探测器的创新设计还包括电容结构探测器、微环结构探测器的长度设计、双入射结构探测器的设计、光栅结构表面吸收探测器等，都是全新机理的高性能硅基光电子元器件。




